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１．概要（Summary） 

ショットキーバリア型フォトダイオードは製作プ

ロセスが簡単で，シリコン材料を利用することにより，

低コストな近赤外線検出器として有力な候補となっ

ている．しかし、これまでのショットキーバリア型フ

ォトダイオードは量子効率が低いという欠点があっ

た．そこで本研究では、金の回折格子の表面プラズモ

ン共鳴による光の吸収増大を利用し、高量子効率かつ

波長選択性がある近赤外線検出器を提案した． 

本研究では波長が 1463nm から 1577nm までの光

を使い，表面プラズモン共鳴を利用した近赤外検出器

と金膜だけの近赤外光検出器の応答度を計測した．ま

た，近赤外検出器を応用する多くの分野では，波長選

択性が必要である．そのため，本研究では各波長と表

面プラズモン共鳴が励起する入射角度の関係を計測

した．計測の結果によって，製作した近赤外検出器の

波長選択性を実現した． 

 

２．実験（Experimental） 

提案センサを製作するため，ナノテクプラットフォ

ームが有する電子線描画装置を利用し，回折格子のパ

ターンを持つフォトマスクを製作した．そのフォトマ

スクを利用し，フォトリソグラフィによってｎ型シリ

コンの上に金の回折格子を製作した．また，真空蒸着

装置を利用して金とアルミの膜を蒸着し，提案した波

長選択型シリコン近赤外検出器を試作した． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

表面プラズモン共鳴による量子効率の向上を検証す

るため，試作した近赤外検出器と厚さが同じの金膜だ

けの近赤外光検出器の応答を計測した．波長が

1500nm で試作した近赤外検出器の応答度が

0.036mA だった，表面プラズモン共鳴による光の吸収

を大幅に増大したため，試作した近赤外検出器の応答

度は厚さが同じの金膜だけの近赤外光検出器により 1

万倍程度高かった． 

また，入射する光の波長が異なると、表面プラズモ

ン共鳴が発生する入射角度が異なる。計測の結果によ

り，異なる波長の光が入射した場合は，近赤外検出器

の応答が大幅に高まる入射角度が変化した．それにより，

応答が大幅に高まる入射角度を計測すると，入射する光

の波長が分別できると考えられる．また，試作した近赤外

検出器が識別できる波長幅を評価した．1463nm から

1577nm まで，波長は 19nm の分解能で弁別できるこ

とが計算された． 
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